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摘 要

目前已經以多孔矽技術發表出一系列的微電子和光電元件，如光檢測器、發光二極體、太陽能電池。本實驗利用電化學陽

極化蝕刻法 (electrochemical anodization method)的方式在室溫下成長多孔矽薄膜來形成PS(porous silicon)/n-Si的結構。電化

學陽極化蝕刻法來成長多孔矽層具有低成本，且經濟效益高與矽製程相容等優點。然而在目前的多孔矽光檢測器中，其最

大的缺點是他有相當大的暗(漏)電流，這是因為矽基板在以氫氟酸(HF)蝕刻形成多孔矽時，多孔矽的表面必然有許多斷鍵(

懸浮鍵)存在，這些斷鍵會形成缺陷中心，進而造成相當大的漏電流，因此如何減少多孔矽表面的缺陷，降低漏電流，變得

非常重要。 本研究利用液相沉積法(LPD)成長二氧化鈦 (TiO2)與二氧化矽(SiO2)捕捉多孔矽的缺陷，期許能降低多孔矽的暗

電流增加多孔矽層的穩定。在實驗中我們成功的在多孔矽MSM結構上，利用 LPD-TiO2將暗電流降低60.5倍，光暗電流比

高達513倍，響應率也有1.52 A/W。
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